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COMPETENCIES DE LA TITULACIO A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Especifiques:
1. Comprensid dels principis fisics dels semiconductors. Coneixement dels dispositius microelectronics i les seves aplicacions en
nanotecnologia, biofisica, fotonica i comunicacions. Aptitud per analitzar el funcionament de dispositius electronics i circuits integrats.

Genériques:

5. EXPERIMENTALITAT I CONEIXEMENT D'EINES I INSTRUMENTS. Capacitat per desenvolupar-se comodament en un entorn de
laboratori de I'ambit de I'enginyeria fisica. Capacitat per a operar instruments i eines propies de I'enginyeria fisica i interpretar els
seus manuals i especificacions. Capacitat d'avaluar els errors i les limitacions associats a les mesures i resultats de simulacions.

4. CAPACITAT PER IDENTIFICAR, FORMULAR I RESOLDRE PROBLEMES D'ENGINYERIA FisicaA. Capacitat per identificar, formular i
resoldre problemes d'enginyeria fisica amb iniciativa, presa de decisions i creativitat. Desenvolupar métodes d'analisi i solucié de
problemes de forma sistematica i creativa.

Transversals:

1. US SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIO - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informacié necessaria per a un treball académic (per
exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexiod critica sobre els recursos d'informacié utilitzats.

2. COMUNICACIO EFICAC ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratégies per preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar
textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortografic i gramatical.

3. APRENENTATGE AUTONOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realitzacié d'una tasca en funcié de la pertinéncia i la
importancia, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts d'informacié més
adequades.

METODOLOGIES DOCENTS

Les cinc hores de classe setmanals es distribueixen en tres sessions teoriques i dues de problemes.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Entendre el funcionament del dispositius semiconductors.
Coneixer els principis basics i ser capag d'analitzar cuantitativament el seu funcionament.
Tenir les eines que permetin entendre el funcionament dels dispositius futurs.
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HORES TOTALS DE DEDICACIO DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge
Hores aprenentatge autonom 85,0 56.67
Hores grup gran 65,0 43.33

Dedicacio total: 150 h

CONTINGUTS

1. Fisica de semiconductors

Descripcio:

1.1. Bandes d'energia. Portadors de carrega: electrons i forats. Semiconductors directes i indirectes. Massa efectiva dels
portadors.

1.2. Concentracié d'electrons i forats. Densitat d'estats efectiva. Nivell de Fermi.

1.3. Semiconductors intrinsecs i extrinsecs. Impureses acceptores i donadores. Equacié de neutralitat eléctrica. Estadistica
d'ocupacio.

1.4. Mecanismes de transport de carrega. Corrent d'arrossegament. Mobilitat de portadors. Corrent de difusid. Relacions
d'Einstein.

1.5. Generaci6 i recombinacié de portadors. Temps de vida. Quasi-nivells de Fermi.

1.6. Equacio de continuitat. Injeccié de portadors. Longitud de difusid.

Dedicacié: 37h 30m

Classes teoriques: 9h 45m

Classes practiques: 6h

Treball autonom (no presencial): 21h
Activitats dirigides: Oh 45m

2. Diode d'unio PN

Descripcio:

2.1. L'unio pn abrupte. Balang electrostatic. Zona de carrega d'espai. Tensi6é de construccié.

2.2. L'unio PN polaritzada. Caracteristica corrent-tensié del diode ideal.

2-3. Caracteristiques del diode real. Generacio i recombinacida la zona de carrega d'espai. Ruptura. Diode zener.
2.4. Resisténcia dinamica del diode. Model de senyal petit.

2.5. Unions metall-semiconductor. Contacte ohmic i diode Schottky.

2.6. Introduccid als dispositius optoelectronics devices: LED, laser diode, fotodiode i cel-les solars.

Dedicacié: 37h 30m

Classes teoriques: 9h 45m

Classes practiques: 6h

Treball autonom (no presencial): 21h
Activitats dirigides: Oh 45m
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3. Transistor d'efecte de camp

Descripcio:

3.1. Classificacio dels transistors d'efecte de camp. El transistor MOSFET.

3.2. Analisi electrostatic de I'estructura MOS. Tensio6 de flat-band i tensié llindar. Capacitat MOS.
3.3. Caracteristiques estatiques del transistor MOSFET.

3.4. Modes de funcionament: tall, lineal i saturacio.

3.5. Efecte substrat. Caracteristiques sub-llindar.

3.6. Circuits equivalents. Limitacions en freqtiéncia.

3.7. Escalat del MOSFET i efectes d'electrons calents.

3.8. Efectes de canal curt.

3.9. Exemple d'aplicacié digital. Inversor logic CMOS.

Dedicacié: 37h 30m
Classes teoriques: 9h 45m
Classes practiques: 6h
Classes laboratori: Oh 45m
Practiques externes: 21h

4. Transistor bipolar d'unio.

Descripcio:

4.1. Estructura del dispositiu. Descripcié conceptual de I'efecte transistor.

4.2. Caracteristiques estatiques del transistor bipolar. El model d'Ebers-Moll. Modes de funcionament: tall, saturacio, actiu directe
i actiu invers.

4.3. Parametres caracteristics en mode actiu directe: eficiencia d'injeccié de I'emissor, factor de transport a la base. Guany de
corrent.

4.4, Efectes no ideals: modulacid de I'amplada de la base, alta injeccio, tensié de ruptura.

4.5. Circuit equivalent de petita senyal. Model hibrid en pi.

4.6. Exemple d'aplicacié analogica. Circuit amplificador de senyal amb transistor bipolar.

Dedicacié: 37h 30m
Classes teoriques: 9h 45m
Classes practiques: 6h
Classes laboratori: Oh 45m
Practiques externes: 21h

SISTEMA DE QUALIFICACIO

La qualificacié constara d'un examen final (EF) i un examen parcial a mig quadrimestre (EP).
La qualificacié final vindra donada per max{EF, 0.6*EF+0.4*EP}.

BIBLIOGRAFIA

Basica:

- Neamen, D.A. Semiconductor physics and devices: basic principles. 4th ed. New York: Mc Graw Hill, 2012. ISBN 978007352958-5.

- Sze, S.M.; Lee, M.K. Semiconductor devices: physics and technology. 3rd ed.; int. stud. version. Singapore: Wiley, 2013. ISBN
9788126556755.

- Streetman B.G.; Banerjee, S.K. Solid state electronic devices. 7th ed., global ed. Essex: Pearson, 2016. ISBN 9781292060552.

Data: 27/01/2024 Pagina: 3/ 3



